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POLOVODIC
{semiconductor}

Latka, jejiz rezistivita ma hodnotu fadové v intervalu 10° Q - m az
10° © - m, pii¢emz se s rostouci teplotou zmensuje. Na vodivost polo-
vodice maji znacny vliv nepatrné koncentrace urcitych prvki, které tvoti
pfimés polovodice.

VLASTNI POLOVODIC

{pure semiconductor}

Polovodi¢ zbaveny v potfebné mife nezadoucich pfimési, v némz jsou no-
siteli proudu jen elektrony a diry generované soucasné (v parech) napf.
pri zvysSovani teploty polovodice. Hustota ¢astic obou druha je stejna.

DIRA

{hole}

Fiktivni ¢4stice (kvaziGastice), kterd vznikd, jestlize ve vazbé mezi atomy
polovodice chybi valen¢ni elektron.

VLASTNI VODIVOST POLOVODICE

{ conductivity}

Elektrickd vodivost polovodi¢e podminéna generaci part elektron—dira
v polovodi¢i bez pfimési.

PRIMES

{impurity}

Piimés atomt s oxida¢nim ¢islem pét (P, As, Sb) nebo s oxida¢nim ¢islem
tii (B, In, Ga) zabudovana s potiebnou hustotou do krystalové mfize
polovodice (napf. kfemiku).

PRIMESOVA VODIVOST POLOVODICE

{tmpurity conductivity of semiconductors}

Elektricka vodivost polovodice s pfimési, podminéné zvysenou hustotou
nosict naboje urc¢itého druhu, kterd odpovida hustoté atomt primeési.
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MAJORITNI NOSITEL PROUDU

{majority charge carrier}

Nositel proudu v polovodici, jehoz hustota pfevazuje a rozhoduje o vodi-
vosti polovodice.

MINORITNI NOSITEL PROUDU

{minority charge carrier}

Nositel proudu v polovodici, ktery ma opa¢né znaménko nez majoritni
nositel.

DONOR

{donor}

Primés atomi prvkid s oxida¢nim c¢islem pét, zvysSujici hustotu elektront
v polovodici.

ELEKTRONOVA VODIVOST

{electron conductivity}

Vodivost polovodice s donory, kdy jako nositelé proudu (majoritni nosi-
telé) prevazuji elektrony.

VODIVOST TYPU N

{N type conductivity}

Vodivost polovodice, v némz jsou majoritnimi nositeli proudu negativni
elektrony.

AKCEPTOR

{acceptor}

Primés atomt prvku s oxida¢nim ¢islem tfi, zvySujici hustotu dér v polo-
vodidi.

DEROVA VODIVOST
{hole conductivity}
Vodivost polovodice s akceptory, kdy jako nositelé proudu prevazuji diry.

VODIVOST TYPU P
{P type conductivity}
Vodivost polovodice, v némz jsou majoritnimi nositeli proudu diry.
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PRECHOD PN

{PN transition}

Rozhrani mezi oblastmi polovodice s opacnym typem vodivosti. Difuzi
nosi¢l ndboje vznika na prechodu rozdil potenciali, ktery je pficinou ne-
linearni zavislosti proudu na piipojeném napéti. Pti jedné polarité napéti
je odpor prechodu PN maly a pfi opac¢né polarité napéti je znacny.

PROPUSTNY SMER

{forward direction}

Smér proudu prechodem PN, v némz je odpor pfechodu maly a jiz malé
napéti je pri¢inou znacného proudu. Pfitom je ¢ast P pripojena ke klad-
nému pélu zdroje.

ZAVERNY SMER

{reverse direction}

Smér proudu prechodem PN, v némz mé prechod velky odpor a proud
pfechodem je velmi maly. K ¢asti P je pfipojen zaporny pdl zdroje.

DIODOVY JEV

{diode effect}

Jev plynouci z vlastnosti pfechodu PN, kterym prochézi proud jen jednim
smérem. Uplatiuje se pii usmériiovani stfidavého proudu.

POLOVODICOVA SOUCASTKA
{semiconductor device}
Elektronicka soucastka, jejiz funkce v elektrickém obvodu je zaloZena

na fyzikélnich vlastnostech polovodi¢t s riznym typem vodivosti a pfe-
chodtl PN.

POLOVODICOVA DIODA

{semiconductor diode}

Polovodicova soucastka s jednim prechodem PN. Pouziva se predevsim
jako soucast usmérnovace. Schematickd znacka polovodic¢ové diody je na
obr. 3-la.

ZENEROVA DIODA

{Zener diode}

Polovodicova dioda, kterou pfi prekroceni urc¢ité hodnoty elektrického na-
pétl v zédvérném sméru (Zenerovo napéti) prochizi proud. Schematicka
znacka Zenerovy diody je na obr. 3-1b.
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Obr. 3-1

BIPOLARNI TRANZISTOR

{bipolar transistor}

Polovodicova soucastka se dvéma prechody PN a se tfemi oblastmi s pfi-
mésovou vodivosti (NPN, popf. PNP, kolektor, baze, emitor), u niz lze
proudem prochazejicim v propustném sméru jednim prechodem ovlivnit
proud prochézejici druhym prechodem. Schematicka znacka bipolarniho
tranzistoru je na obr. 3-1c.



Elektricky proud v polovodicich 25

TRANZISTOROVY JEV

{transistor effect}

Jev v tranzistoru podminény injekci mensinovych nositeltt proudu do ob-
lasti baze malého objemu, kde se nestaci rekombinovat a ptrechazeji do
kolektoru oddéleného od béze prechodem PN zapojenym ve sméru zaveér-
ném.

UNIPOLARNI TRANZISTOR

{unipolar transistor}

Polovodicova soucastka, jejiz vodivost je ovladana elektrickym polem, kte-
rym se méni $itka vodivého kandlu mezi emitorem a kolektorem. Oznacuje
se jako tranzistor Tizeny polem. Schematicka znac¢ka unipolarniho tranzis-
toru je na obr. 3-1d.

TERMISTOR

{thermistor}

Nelinearni polovodicova soucastka s vyraznou zavislosti odporu na tep-
loté. Termistory maji obvykle negativni teplotni soucinitel odporu (odpor
se s teplotou zmensuje). Schematickd znacka termistoru je na obr. 3-1le.
Termistory s kladnym (pozitivnim) teplotnim sou¢initelem odporu se na-
zyvajl pozistory.

TYRISTOR

{thyristor}

Polovodicova soucastka, jejiz vnitini struktura je tvofena ¢tyfmi oblastmi
se stiidajicim se typem vodivosti. Obsahuje tfi pfechody PN, obvykle
v pofadi PNPN (obr. 3-1f). PouZiva se jako spinaci a regula¢ni prvek.
Triodovy tyristor méa kromé anody A a katody K jesté ridici elektrodu G.
Ridicim proudem Ig je ovlivnéno napéti, pfi némz se tyristor stane vodi-
vym a sepne elektricky obvod.

INTEGROVANY OBVOD

{integrated circuit}

Polovodic¢ova soucastka s velkym poctem prechodia PN, ktera plni funkci
ucelenych elektronickych soustav (napf. funkci zesilovace).

MIKROPROCESOR
{microprocessor}
Slozity integrovany obvod, jehoz ¢innost lze naprogramovat.



